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In dieser Arbeit sollen Leistungshalbleiter, insbesondere neuartige Wide- Hochintegrierter

Bandgap Transistoren, hinsichtlich ihres elektrischen und thermischen GaN-Leistungschip

Verhaltens charakterisiert und die Ergebnisse in ein entsprechendes  Schlisseltechnologie
Modell GberfUhrt werden.
Quebe: Gasamivorhabensbeschraibung

Inhalte und Ziele | GaNIAL, Dr. P. Waltercit (IAF Freiburg), 2016 |

Ers’rellung[ eines halbleiterphysikalisch basierten Modells des Transistors
inklusive Treiberstufe im Zeitbereich zur Erfassung des Schalt- und
Verlustverhaltens, insbesondere zur Abbildung physikalisch begriondeten
nichtidealem Schaltverhalten

« Permutation des Modells Uber relevante Technologien und Leistungsklassen

+ Ausleitung einer vereinfachten Beschreibungsform z.B. Look-Up-Table, Fit-
Curve, analytisches Modell, zur Nutzung in Gbergeordneter
Systemoptimierung

» Validierung des Modells, z.B. anhand Doppelpulsmessung
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